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Таким образом, можно утверждать, что формирование бинарных 

комплексов примесных атомов элементов III и V групп галлия и фосфора в 

решетке кремния [3], с одной стороны решает очень важное оригинальное 

и инновационное технологические задачи для получения объемно 

наноструктурированных материалов на основе кремния с управляемыми и 

воспроизводимыми параметрами. 
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V, а также элементов II и VI групп можно формировать бинарные 

элементарные ячейки с заданным составом, структурой и концентрацией, 

позволяющих управлять основными фундаментальными параметрами 

кремния, что позволяет получить принципиально новый класс 

полупроводникового материала на основе кремния. 
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Одним из перспективных методов создания и получения объемно-

наноструктированных полупроводников является формирование новых 
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бинарных элементарных ячеек в решетке кремния с участием примесных 

атомов II и VI групп элементов [1,2]. Нами на основе низкотемпературного 

легирования была разработана диффузионная технология [3] 

формирования бинарных элементарных ячеек в кристаллической решетке 

кремния. Показано, что при определенных термодинамических условиях, 

которые зависят от химических и электрических параметров, а также 

диффузионных параметров примесей, происходит самоорганизация 

бинарных ячеек в решетке кремния, т.е. создаются новые элементарные 

ячейки      
       (рис. 1). 

  

Рис. 1. Новые элементарные ячейки       
       в решетке кремния. 

Формирование бинарных элементарных ячеек в решетке кремния с 

одной стороны позволяет создать различные идеальные 

наногетероструктуры, нановаризонные структуры с управляемым 

энергетическим состоянием, а с другой стороны каждая бинарная 

элементарная ячейка представляет собой квантовую точку со своими 

фундаментальными параметрами. Выбирая подходящие пары элементов II 

(Cd, Zn, Hg) и VI (S, Se, Ti) групп можно формировать бинарные 

элементарные ячейки с заданным составом, структурой и концентрацией, 

позволяющих управлять основными фундаментальными параметрами 

кремния. Это означает, что на основе кремния можно получить 

принципиально новый класс полупроводникового материала, который 

может в будущем заменить дорогостоящие полупроводниковые 

соединения A
II
B

VI
.  

Как видно, в отличии от обычных фотоэлементов (рис 2.) в 

фотоэлементах с бинарными элементарными ячейками Iкз появляется при 

энергии фотонов hν = 0,6 эВ, а не при hν = 1,12 эВ. С ростом энергии 

падающих фотонов в интервале от 0,6 эВ до 1 эВ значение Iкз 

фотоэлементов с бинарными элементарными ячейками непрерывно растет.  
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Эти результаты показывют, что при оптимальном выборе элементов II и VI 

групп можно существенно расширить спектральную область 

чувствительности как в сторону ИК, итак в сторону УФ-спектра излучения 

Солнца. 

 

Рис. 2. Спектральная характеристика Iкз фотоэлементов: 1- изготовленных 

на основе кремния с бинарными элементарными ячейками      
      ; 2- 

изготовленных на основе обычного кремния, не содержащего 

элементарные ячейки. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что кремний с 

бинарными элементарными ячейками обладает уникальными 

функциональными возможностями позволяющими создать на его основе 

более эффективные фотоэлементы и приборы оптоэлектроники.  
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